
divais elektronik dan optoelektronik, seperti 
fotodetektor ultraviolet, dioda laser dan dioda pengemisi cahaya yang beroperasi pada panjang gelombang cahaya tampak, divais-divais transistor, display, fotodetektor ultraviolet, dioda laser dan dioda pengemisi cahaya yang beroperasi pada panjang gelombang cahaya tampak, divais-divais transistor, display, 
memori penyimpan data yang memiliki mobilitas tinggi yang dapat beroperasi pada temperatur tinggi, frekuensi tinggi dan daya tinggi [1-6]. Beberapa 

SiC, ZnO, SiC, Si, dan sebagainya [7-10], dengan 
metal organic vapor phase epitaxy (MOVPE) [12], plasma assisted molecular 

plasma assisted  metal organic chemical vapor deposition (PA-

, Al2O3 (0001) dengan teknik  sol-gel spin-coating pada 
sedangkan sebagai frekursor N digunakan gas 

teknik penumbuhan yang biasa digunakan, teknik ini tergolong sederhana dan mudah dalam 
pengoperasiannya. Disamping itu biaya yang diperlukan relatif murah. Paper ini memaparkan karakteristik fisis lapisan GaN yang berhasil ditumbuhkan, 
yang meliputi; struktur kristal, morfologi dan sifat optiknya. Struktur kristal ditentukan berdasarkan hasil karakterisasi XRD, morfologi diobservasi 

sampel film tipis GaN yang dideposisi di atas substrat  
(0001) pada berbagai temperatur penumbuhan. Tampak bahwa lapisan GaN yang ditumbuhkan masih memiliki 

orientasi polikristalin, yang ditunjukkan oleh munculnya berbagai puncak orientasi bidang kristal. Lapisan GaN yang 
. Temperatur deposisi  sangat mempengaruhi 

kualitas kristal Lapisan GaN yang ditumbuhkan. Semakin tinggi temperatur deposisi yang digunakan, kristal GaN yang terbentuk 
mengarah ke suatu arah orientasi tertentu yang dominan yaitu bidang (0001), mengikuti orientasi substrat sapphire yang 

Gambar 2 menunjukkan struktur morfologi tampang lintang film GaN yang dideposisi pada temperatur 1223 K hasil 
Dari gambar tersebut tampak bahwa lapisan GaN yang ditumbuhkan masih memiliki morfologi yang kasar dan 

kurang homogen. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas morfologi film masih relatif rendah. Ketebalan rata-rata dari film  GaN 

sampel film GaN yang ditumbuhkan 
. Nilai celah pita energi film tipis GaN ditentukan berdasarkan pengolahan data . Nilai celah pita energi film tipis GaN ditentukan berdasarkan pengolahan data 

persen transmitansi (%T) terhadap panjang gelombang, Tampak bahwa variasi temperatur deposisi juga mempengaruhi nilai 
calah pita energi film GaN yang dideposisi. Dalam rentang temperatur deposisi yang digunakan, semakin besar temperatur 

vais transistor, display, 
sitrat [citric acid (CA)]. Kristal gallium-citrate
Ga-citrate-amine yang dilakukan dalam studi ini adalah sebagai berikut; 2.16 g serbuk Ga2O3 dilarutkan dalam campuran  HCl dan Hvais transistor, display, Ga-citrate-amine yang dilakukan dalam studi ini adalah sebagai berikut; 2.16 g serbuk Ga2O3 dilarutkan dalam campuran  HCl dan H
larutan ini kemudian dinetralisir hingga memiliki nilai pH 7.5 
larutan ini, kemudian ditambahkan 1.1 gr CA sehingga rasio  molar dari Ga/CA adalah 1:1. Selanjutnya larutan ini diaduk (
selama 2 jam, untuk mendapatkan kristal putih. Kristal ini kemudian dibilas dengan aseton dan disimpan dalam  
pengeringan. Kristal kering tersebut kemudian dilarutkan dalam 
digunakan untuk deposisi lapisan GaN dengan teknik 
Subtrat diletakkan di atas  spin coater. Satu hingga dua tetes gel ditempatkan di atas substrat, dan substrat kemudian diputar dengan laju putaran 
sekitar 1000 rpm selama 2 menit. Lapisan yang diperoleh kemudian dikeringkan pada  373 K di atas 
pada  673 K dalam furnace untuk mengeliminir komponen
programable furnace. Temperatur furnace
lingkungan gas nitrogen yang dialirkan secara konstan sebesar 100 sccm. Lapisan tersebut dipanaskan pada temperatur  deposisi
1123 K, 1173 K, dan 1223 K  selama 3 jam dan kemudian  didinginkan hingga temperatur ruang untuk mendapatkan lapisan kristal 
Kekristalan lapisan GaN hasil deposisi dikarakterisasi dengan  
menggunakan scanning electron microscope (SEM)menggunakan scanning electron microscope (SEM)
optik ditentukan melalui karakterisasi UV

(h
vα

)2

0

200x10 18

400x10 18

600x10 18

800x10 18

1x10 21

1x10 21

1x10 21

2x10 21

2x10 21

2x10 21


